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研究開発概要
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目的：

20152014 20182016 2017

研究開発項目Ⅰ SiCに関する拠点型共通基盤技術開発
（高耐圧化、小型化、低損失化、信頼性向上）

研究開発項目Ⅱ GaNに関する拠点型共通基盤技術開発
（ウエハ及びデバイスの高品質化）

研究開発項目Ⅲ 次世代パワーモジュールの応用に関する基盤研究開発
(回路、使いこなし技術）

研究開発項目Ⅳ 将来のパワーエレクトロニクスを支える基盤研究開発
（新材料、新構造等）

省エネルギー化のためのキーテクノロジーであるパワーエレクト
ロニクスの性能向上や用途と普及の拡大を図り、一層の省エ
ネルギー化の促進と産業競争力の強化を進める



研究開発の全体像
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次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト
：経済産業省 H26～H31 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ・ﾊﾟﾜ
ｴﾚ機器を中心と
した事業化領域

ウエハから機器・回路までの基盤技術開発を行い、次世代パワーエレクトロニクスの適用用途の
拡大や普及拡大、性能向上を図り、我が国の産業競争力の強化と省エネルギーを加速させる。

次世代パワーモジュールの応用に関する研究

次世代SiCウエハ

次世代SiCデバイスの技術開発

次世代SiCモジュールの技術開発

次世代GaNﾃﾞﾊﾞｲｽ

新プロセス・
評価技術

・ 高耐圧デバイス低応力多層厚膜ウエハ
・ 伝導度制御技術

・ 超高耐圧IGBT, PiNダイオード
・ 新構造ユニポーラデバイス（SJ構造）

・ 超小型・高電流密度モジュール技術
・ 高温・高電流密度・高耐圧用材料、部品開発
・ モジュール設計・信頼性技術

・次世代パワーモジュールを使いこなす各種回路やシステム実装技術
・応用製品の試作および動作実証

新材料基盤技術

・ 縦型パワーデバイス

・ 低欠陥・高品質ウエハ

次世代GaNｳｴﾊ

・ パワープロセッシング
技術

新回路、
ソフトウエア

SIP

・Ga２O３ パワーデバイ
ス
・ダイヤモンド パワー
デバイス

・高品質ゲート絶縁膜
・超高感度顕微鏡技術
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戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）

次世代パワーエレクトロニクス

目 的 現状に比して電力損失1/2、体積1/4の画期的なパワーエレクトロニクス（電圧・周波数等を変換する半導体・回路技
術等）を実現し、省エネ、CO2削減、再生可能エネルギーの導入拡大に寄与。併せて、大規模市場を創出、日本企業
の世界シェアを維持・拡大。

対象機関 大学、企業、公的研究機関等 管理法人： NEDO
実施期間 5年間（予定）。
予算規模 初年度は22億円。

（総合科学技術・イノベーション会議が研究開発の進捗や有効性等について毎年度評価を行い、配分額を決定する。）

目標
2020年までにパワーエレクトロニクス技術を駆使した超高効率な
エネルギー利用により、かつてない省エネ効果を達成。
ウエハ、デバイスから回路までの各技術を一気通貫に連携させて
研究開発。

主な研究内容
①電力変換用、自動車用等の炭化ケイ素、窒化ガリウムに関する
基盤的技術（ウエハ、デバイス、回路、モジュール等）の研究
②将来のパワーエレクトロニクス（新材料、新構造、新回路、ソフト
ウェア）に関する革新的研究

出口戦略
開発成果は、省エネ規制などを通じて普及。

仕組み改革・意識改革への寄与
基礎的研究と応用的研究の間をつなぐ橋渡し的研究を、大学、研
究機関、企業等が連携して推進。

プログラムディレクター
大森達夫 三菱電機株式会社 開発本部役員技監

新たな体制
最先端の試作装置・試験装置等

ＳＩＰ
基盤技術・新技術
炭化ケイ素、窒化ガリウム、
酸化ガリウム、ダイヤモンド

経産省
周辺技術・実装
炭化ケイ素等

大学等 企業

研究者 研究者

（2015年1月現在）


